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‘forzada por slectro~deposicidn como resultado de lo cusl

@ AP NEAAANTE

) La invencidn se refiere a la provisidn de una
conexidn eléctrica sobre una superficie de un dispositive
eléctronico, en perticular un circuito de cristal semi=

conductor integrado, cuya superficie pusde sstar forma-

da, a; menos parcialmente, por una caps eislante Qque cone
siste, por ejemplo, en didxido de silicio o de un vidrio
que consiste en didxido de silicio y 6xido de boro (8203)
estando provista una capa metdlica, a continuecidn llama-

da la caps de contapto, sobre dicha superficie que &8s re-

se obtiene dicha conexidn. En tal forma de provisidn es ¢
nocido producir la capa de contacto de plata o cromo y fo
mar una conexidn sobre dicha caps por electrodeposicidn d
una cepa de plata. Tembién se ha propuesto ya formar una
capa de contacto depositando primero cromo desde la fase
de vapor luege aluminioc y subsecuentemente plata de maner
tal que los procesos de deposicion se superponen entre sf
parcialmente y se forman as{ regiones de transicidn mixtsa
entre las capas gue consiste de metal puro.

Sin embargo los dispositivos electrdnicos fabr
cados de esta mansra pueden mostrar inestabilidades elée-
tricas que pueden atribuirse a la migracidn de la plata

sobre la superficie., Como alternativa es conocido gqus 1la

plata puede ser fdcilmente eliminada de una capa de dxido|

sobre la que ee depositada desde vapor. Esto es ventajoso
cuando la capa de plata es sdlo temporarie y debe ser eli
minada nuevamente pero esta propiedad tembién puede dar 1
gar 2 una conexidn mecdnica menos satisfactoria entre las
conexiones eldctricas y la parte subyacente del dispositi

vo slectrdnico.
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~aluminio y otros eleﬁentos es diffecil y no siempre posi-

"gea provista una conéxidn.

La iinvencidn por el contrario, se refiesre més
particuler, a la formecidn de une conexidn sobre une capa
de contacto en que aluminio estd en contacto directo con’
la superficie del dispoéitiva)electrénico.til uso de alu~

minio para este fin es una prictica normel, y fué descrip#

por sjemplo en la patente USA, 2,984,775, El alumiﬁta

ejemplo, es muy adecuado para la formacidn de contac-

ta,
por-
tos ohmicos tanto sobre silicio de tipo p como sobre sibi
cio de tipo n,.Eb-difﬁcil, sin embargo, formar una cone-
xidn por electro-depogicién sobre una cape de contacto de
s2luminio, conexidn qué estéd mecdnicamente asegurada de

manera rfgida a dichagcapa mientras que el uso de proce-

so de deposicidn desde vapor sucesivos y superpuestos ds

ble, particularmente no es posible cuando una capa de
contacto que consistﬁ exclusivamente en aluminio debe ser

sometida a un determinado tratamiento térmico antes que

Uno de los Sﬁjetos de la invencidn consiste en
evitar las desvantaje§ antes mencionadas,

De acuerdo q;n la invencidn la capa de contacw
to consiste en alumiéio sobre el cual se deposita une ca-
pe de niquel alnmentéﬁ en forma finamenta dividida, des-
pugés de lo cual la cqhaxién es formada sobre el niquel
por electro-deposiciéu. Esta capa de niquel es llamada
a continuacidn la paéh intermediaria,

La expresié€ deposicidén de niquel slemental en
una forma finamente Jﬁuidida, debe entenderse en la pre-
sents como significa&do la desposicidn de niquel en formas
aetémice o molecular o}en la forma de particulas ionizadas
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‘ique no atacan al niquel y eliminan el aluminio o eliminan

o no, por deposicidn degde vapor atomizacidn o:descoﬁéﬂsi-
cién en la fase gaseosa, en vacfo o en una atmdsfera neu~
tra, ss decir por un camino. seco

Otra ventaja de la combinacidn de una capa ds
contacto de aluminio y una caepa intermediaria de niquq}

es que pueden indicerse agentes mordicantes aalactivos.

el niquel y dejan intacto al aluminio o sliminan a ambos
(sin atacar de manera perceptible al SiD, oSi)s
-Aunque le capa resultents hace posible un refusr=
zo con muchos otros metales por electro-dapusicién;tlo)qu&
en sf mismo es conocido en la tecmologia de la slectro
deposicidn, de acuerdo con una realizacidn preferida de
la invencidn dicho refuerzo se realiza por medim de co-
bre. .
, La’invencién se refiere ademds a un dispositivo,
electrénico, sn particuler un circuito de cristal semi-
conductor iniegrado, sobre cuya superficie es provista
una capa de contacto con conexiones eldctricas que se ca-
racteriza porque la cepa de contacto consiste en aluminio
y estd cubierta con niquel el menos por debajo de las cone-
xiones sléctricas,. .

Las conexiones mismas preferiblements consisten
en cobre,

| R fin de que la invencidn pueda ser fécilmente
llevada a la préctica, se describird a continuacidn més
detalledamente una realizacidn de l2 misma, con referen-
cia a las figurss,

Las figuras muestran parcialmente en una vista en

perspectiva y parcialmente en una vista en corte, un dise




2,1,1968

v

1o

25

positivo electrdnfco. en varias etapas de le fabricacién,

Por razones de claridad lss figuras son maostradas esque-

méticamente y en una escale aumentada, veriando notahbles

mente entre si las dimensiones de los componentses,

. Como un ejemplo simple de un dispositiveo alec-
tronico se slige un transistor mostrado en la figura: I
que consiste en um cuerpo de silicio monocristalino 1 que
tiene una regidn de colector 2 del tipo n, una regifn de
base 3 de tipo p y une regidn de emisor &4 de tiipo n.
Usualmente, sin embargo, la invencidn puede ser aplicada
2 dispoeitivos electidénicos mds complicados, por @ jemple
circuitos de cristal semiconductor integrados, sin apar-
tarse del principio de la misma, | | )

Una capﬁ aisliante: 6: que consiste por ejemploey, en
didxido de silicio y en que son producidas dos ventanas
7, por ejemple por mordicacién (ver fig, 2) es proviste
de manera conocida sobre la superficie 5 de dicho cuer-
po.

Una capa de aluminio- 8 es lusgo depositada des-
de vapor en un vacio de aproximadamente 5.10'5 Torr hae-
ta un espesor de aproximadamente 20001 A (ver figura 3),.

Sobre esta capa ss provista una capa de mdéscans
fotosensible {no mostrada) que es nuevamente eliminada
totalmente com excepcion de las regiones por encima de
las ventanas 7 y por encime de los bordes de las miames.
Esto se hace fotogréficamente de manera normal, La mayor
parte de la capa de aluminic B es luego sliminada nusvae
mente por mordicascidn en una solucidn de Kidrdxido de so-
dio en agua al 1% durante aproximadamente 1 minuto de mo-
de que queden solemente daos capes parciales de eluminio
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9 wflﬂyen les ventanas 7'y sobre los bordes de las mismas
(fFige 4)u

' Después de elimipar lea capa de mdscara fotosen-
sible, el'conjunto es calentedo 8 5509C en una atmdsfera
neutra por ejemple en drgon, como resultado de Yo cual
las capas.- 9 y 10 forman una aleacidn con el silico subw
yacente y Porman un contacto Shemico con el mise, tanto
com la regidn 3 que es del tipo de conductividad p cemo
con la regidn 4 del tipe n (ver fig, 4)..

" Toda la superficie es luego recubierta nuevamen-

te por depoeicidn desde vapor con una capa de eluminio: pud

ro 13, de un espesor de aproximedsmente 10.,000% ( = 1 mie
crdn).. Esta cepa 13 y las capas parciales 9 y 10 consti-
tuyen juntas la capa de contacto (ver fig. §).

Una capa de niquel 14 de un.espeaor de aproximae
damante_SﬂOGR es luego depositade desde vapor sobre dicha
capa 14 (ver fig. 6).

La deposicidn desde vapor de niduel pueds reali-
zaree en un vacfo de 1 x 107" Tﬁm:, disponiendoss una
tira de niqusl a alguna distancia, por ejemple S cm, de
la superficie que debe ser recubisrta y calenteda por el
paso de corriente.. | .

Con vistes a.otro disefo de las capas conducto-
res sobre la superficfe del dispositive elsctrdnico, una
gran perte de la capa intermedia de niquel es eliminada

ya en la siguiente setapa de tratemiento, recubriendo egque:

llss partes que deben mehtenerse con una capa de mdscara
- no mostrade -. que es obtenida nuevamente por medios fo-

togréficos de manera normal y eliminando por mordicacidn

la parte no cubierta con una solucidn de 3 partes en volud
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men de dcido nitrico concentrado en 7 partes de agua 8
aproximadamente 509C. La cape de contacto de aluminio 13
no es perpectiblemente atacada por dicho media mordicante
As{ permanece un as{ llemado trazado residual sobre la
capa de contacto 13 trazedc que consiste de dos partes 15
y 16, Le parte 15 esté ubicada parcialmente sobre la re-
gidm de emiser 4 y la regidn de colector 2, la perte 16
percialmente sobre la regidn de base 3 y la regidn de co-
lector (wer fig. 7). Nuevamsnte debs mencionarse gue el

.trazado nssidual en circuitos de cristales semiconducto=

res integredos puede tener una forma muchd més complica~
da. Sin embargon, la fqrma"guede sBr también mas simple,
por ejemplo en diodos y transistores, cuyas regiones de
emisor y/o: ds base, por ejemplo, tisren éreas tan grandes
que las conexiones pusden ser provistas inmsdiatamente en
cima de una ventana,

En la subsiguiente etepa de tratamiento el con=-
junto es nuevamente recubierto con una capa de méscara
Potosensible 18, en que se provesn dos aberturas 19 y 20
debajo de las cueles son visibles las pertes 15 y 16, be:
la misme manera, o eimplemenfe por medios mecénices, se
eimina une
borde de-la

parte 21 ubicade preferiblemente cerca dsl
capa de mdscara 18, de modo que la capa de
contactc 13 queda accesible..

El

no mostrado

conjunto es colocado en un soporte aislante
mientras que la punta de un conductor aislado
22 es forzeda sobrs la capa de contacto 13, La aislacidn
se muestra esquematicamente sn la fig. B. Este conjunto.
es colocado en bafio galvdnico que contiene por litro de
agua 200 gr de sulfato de cobre /CuSO/ y S0 gr de écido.,r
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-aluminio como al niquel & 40¢9C, Un liquido mordicente que
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sulfirico (H2§D4); Subsacuentemente se depositan las cons-
xiones en las aberturas 19 y 20 a aproximadamente 252C duw
rante 1 hora, con una densidad de corriente de aproxima-
daments 6 mA/seg'.cm2 y a una tensidn de aproximadaments 1/
5 volt.

La capa de mdscara 18 y luego la capa de contace
to de aluminio 13 son eliminadas, la (ltima en la parte
que no estd recublerta por el trazado residual 15, 16,
Para este fin puede usarse un agente mordicante que cone
siste en partes iguales en volumen de écido fosf&rico
(H3904) y agua, en que el dispositive es sumergide a S0eC
durante 30 segundos, .

De estez manera se forman conexiones de cobre 24,
y 25 de 10 micrones de altura aproximadamente, sobre las
dos partes 15 y 16 dsl trazado residual,

Ya se ha mencionado que la aplicacidn de niguel
como una capa intermedis sobre 8l aluminio tiene la vene
taja adicional que dichos metalss resccionan de manera
diferente a difersntas agentes mordicantes por ejemplo un
liguido mordicente que consiste en 1 vol. de dcido fosflw
rico concentrado (HBPOh) 3 vol. de dcido nitrico concen-

treda:(HNUs) y 7 volumenes de agua, disuslve tantoc al

consiste en 1 vol de dcido fosfdrico concentrado (Hsﬁﬂz)
y 1 parte de aguse, a 559C, disuelve el sluminio pero no
ataca al niquel en un grade inconveniente, Una solucidn da
hidréxido de sodio en agua al 1/2% puede ser usada como
alternativa a 258C con el mismo fin. Por sl contrario ol
niquel '‘pueds ser eliminado por mordicacidn sin atacar el
aluminio en un grade inconveniente en su l{quido que con=-
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siste en 3 vol, de dcido nitrico concentrado (HN03) y 7
vol., de agua a 502C,

As{, dentro del alcance de la invencidn son
posibles varias realizaciones que pueden diferir de las
del ejemplo tanto en la geometria del dispositivo elec-
trdnico como en el némero y la secuencia ds las etapas
de fsbricacidn. o

La pressnte solicitud, que corresponde a la pr
sentada en Holanda el 26 de Eneroc de 1967 bajo el ndmero
67.01217, se acoge a los beneficios del articulo 51 del

vigente Estatuto sobre Propiedad Industrial,

RETVINDICACIONES

Los puntos de invencidn prapia y nusva, qus seg
presentan para que sean objeto de esta solicitud de Pa-
tente de Invencidn en Espafia, por VEINTE afios, son los
siguientes:

l.- Un dispositivo sléctronico, en particular
un circuito de cristal semiconductor integrado, sobre
cuye superficie estd provista una czpa de contacts con
conexiones eléctricas, caracterizado porque la capa de
contacto consiste en aluminio y estd recubierto con ni-
quel al menos por debajo de las conexiones eléctricas.

2.- Un dispositivo electrdnico de acuerdo con
la reivindicacidn 1, caracterizado porque las conexiones

consisten en cobre,
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con los fines que sa han especificado

» -
maguina por una sdla cara.
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Tal y como se ha descrito en la Memoria que an

tecede, representado en los dibujos que se acompafian y

Esta Memoria consts de diez hojas escritas a

12 kgl w09 5
ftadrid, !
p L[] A L3
Alberto df Flzaburd
Por Poder.

7.= Un dispositivo electrdnice, en particular
un circuito de cristal semiconductor integrado.

.
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